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Abstract
In this study, a low-cost vacuum-evaporated technique is used in the heteroepitaxial growth of Si-Ge films. Three different surface variations are employed: i.e. polished Si, Si micropyramids and Si nanopillars profiles. A simple metal-assisted chemical etching method is used to fabricate the Si nanopillars, with Ag acting as a catalyst. Following deposition, substrates are subjected to post-deposition thermal annealing at 1000oC to improve the crystallinity of the Ge layer. Optical and morphological studies of surface area are conducted using field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), Energy Dispersive X-ray (EDX), Raman spectroscopy and infrared spectroscopy. From the infrared spectroscopy analysis, the energy bandgap for Si-Ge films is estimated to be around 0.94 eV. This high-quality Si-Ge film is most favourable for optics, optoelectronics and high-efficiency solar cell applications. 
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Abstrak
Dalam kajian ini, teknik evaporasi vakum berkos rendah digunakan dalam pertumbuhan epitaksi filem Si-Ge. Tiga variasi permukaan digunakan iaitu permukaan licin, permukaan berstruktur mikro-piramid dan permukaan berstruktur nano tiang. Satu kaedah berkos rendah berdasarkan kepada teknik punaran kimia terbantu logam (MACE) dengan perak (Ag) sebagai pemangkin telah dibangunkan untuk membentuk permukaan berstruktur nano. Selepas pemendapan, lapisan amorfus Ge kemudiannya menghablur di dalam relau penyepuhlindapan pada suhu 1000oC menghasilkan pertumbuhan epitaksi lapisan Ge dan Si-Ge. Lapisan Ge dan Si-Ge ini kemudiannya dicirikan menggunakan FESEM, EDX, spektroskopi Raman dan spektroskopi inframerah. Daripada pencirian analisi pektroskopi inframerah, julat jalur tenaga dianggarkan sekitar 0.94 eV. Filem Si-Ge berkualiti tinggi ini amat sesuai untuk aplikasi optik, opto-elektronik dan sel suria berkecekapan tinggi.      
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